
JP 2011-526723 A 2011.10.13

(57)【要約】
　発明は、エレクトロルミネッセンス画面、特に、有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を備える多色電子表示装置
であって、エレクトロルミネッセンス放射面と、装置の
内側に向かって、画素マトリクスで覆われた少なくとも
１つの基板（２）とを備え、各画素が異なる色を有する
少なくとも３つのサブ画素を備える複数のエレクトロル
ミネッセンスセル（ＵＩ及びＵｅ）のスタックを含む、
多色電子装置に関する。発明によれば、各画素に対し、
最小放射波長λｃを有するサブ画素、すなわち、臨界サ
ブ画素は、上記放射面に隣接する外部ユニット（Ｕｅ）
だけに位置し、λｃより高い波長で放射する他のサブ画
素の１つずつは、上記外部ユニットと相対的に、かつ、
基板に隣接する内部ユニット（ＵＩ）だけに位置し、こ
の臨界サブ画素の表面積は他のサブ画素の１つずつの表
面積より大きい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロルミネッセンス放射面と、装置の内側へ向かって、画素のマトリクスで覆わ
れた少なくとも１つの基板（２、１０２ａ、１０２ｂ）とを備え、複数のエレクトロルミ
ネッセンスユニット（Ｕｉ及びＵｅ）のスタックを備え、各画素が少なくとも３つの別々
に着色されたサブ画素（Ｒ、Ｇ、Ｂ’）により構成されている多色電子表示装置（１、１
’、１０１）であって、
　画素毎に、最短放射波長λｃを有する前記サブ画素、すなわち、臨界サブ画素（Ｂ’）
は、前記ユニットのうちの一方、すなわち、前記放射面に隣接する外部ユニット（Ｕｅ）
だけに位置付けられ、λｃより長い波長で放射する各他のサブ画素（Ｒ、Ｇ）は、前記外
部ユニットに対して内部にあり、前記基板に隣接するユニット（Ｕｉ）だけに位置付けら
れ、
　前記臨界サブ画素（Ｂ’）の面積は、各他のサブ画素（Ｒ、Ｇ）の面積より大きいこと
を特徴とする装置。
【請求項２】
　前記臨界サブ画素（Ｂ’）は、活性化されていないときには透明であり、活性化されて
いるとき、必要に応じて、各他のサブ画素によって放射された放射線に加えて、前記波長
λｃで放射するように設計されることによって、各他のサブ画素（Ｒ、Ｇ）から独立に活
性化が可能であることを特徴とする、請求項１に記載の装置（１、１’、１０１）。
【請求項３】
　前記臨界サブ画素（Ｂ’）の面積は、少なくとも前記他のサブ画素（Ｒ及びＧ）の面積
の和以上であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の装置（１、１’、１０１）。
【請求項４】
　各画素は、前記サブ画素（Ｒ、Ｇ、Ｂ’）をそれぞれに形成するＯＬＥＤ（有機発光ダ
イオード）のような有機放射線放射構造体（ＥＲ又はＥ’Ｒ、ＥＧ又はＥ’Ｇ、ＥＢ又は
Ｅ’Ｂ）を備え、前記有機放射線放射構造体のそれぞれは、２つの電極（４および６、５
および６、６および３）の間に介挿され、これらの２つの電極と電気的に接触し、前記電
極のうちの一方（４、５）は透明または半透明であることを特徴とする、請求項１から３
のいずれか一項に記載の装置（１、１’、１０１）。
【請求項５】
　前記スタックは、それぞれ外部ユニット（Ｕｅ）及び内部ユニット（Ｕｉ）である２つ
のエレクトロルミネッセンスユニットで構成され、前記臨界サブ画素（Ｂ’）は前記外部
ユニット内で放射し、前記内部ユニット内ですべて放射する前記他のサブ画素（Ｒおよび
Ｇ）の上に積み重ねられていることを特徴とする、請求項４に記載の装置（１、１’、１
０１）。
【請求項６】
　単一のアクティブマトリクス基板又はパッシブマトリクス基板（２）を備え、各画素は
、前記臨界サブ画素（Ｂ’）の放射構造体、又は、臨界構造体（ＥＢ）上に設けられた外
部電極（３）と、離間している前記他のサブ画素（Ｒ及びＧ）の前記放射構造体、又は、
非臨界構造体（ＥＲ及びＥＧ）が堆積されている基板上に設けられた複数の内部電極（４
及び５）とによって画定され、少なくとも１つの中間電極（６）が前記非臨界構造体の上
、及び／又は、前記臨界構造体の下に塗布されていることを特徴とする、請求項５に記載
の装置（１、１’）。
【請求項７】
　画素毎に、前記臨界構造体（ＥＢ）の下と、該臨界構造体が実質的に位置合わせされて
いる前記非臨界構造体（ＥＲ及びＥＧ）の上との両方に設けられている単一の中間電極（
６）を備えることを特徴とする、請求項６に記載の装置（１、１’）。
【請求項８】
　好ましくは、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化亜鉛、及び、窒化珪素よりなる群から
選択された材料で作られている少なくとも１つの透明電気的絶縁層によって分離され、か
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つ、重ね合わされている内部電極及び外部電極の２つの中間電極を備え、前記中間電極は
、それぞれ、画素毎に、前記臨界構造体（ＥＢ）の下、及び、前記非臨界構造体（ＥＲお
よびＥＶ）の組の上に設けられていることを特徴とする、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記内部電極及び前記外部中間電極は、それぞれが、透明アノード又は半透明アノード
を形成し、前記内部中間電極及び前記外部電極は、それぞれが、反射カソードを形成する
ことを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　各々がアクティブマトリクス基板又はパッシブマトリクス基板のいずれかであり、前記
装置のための密閉封止を形成する接着剤（１１０）のビードによってそれらの周囲で互い
に接合されている２つの基板である外部基板（１０２ａ）及び内部基板（１０２ｂ）を備
え、前記外部基板には、それぞれが臨界サブ画素（Ｂ’）を形成する規則的に離間した臨
界放射構造体（Ｅ’Ｂ）が設けられ、前記内部基板には、それぞれが前記他のサブ画素（
Ｒ、Ｇ）のうちの少なくとも１つを形成し、電気的絶縁体によって前記臨界構造体から分
離されている規則的に離間した非臨界放射構造体（Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ）が設けられ、これら
の基板によって形成されている前記２つのマトリクスは独立した電源供給回路に接続され
ていることを特徴とする、請求項５に記載の装置（１０１）。
【請求項１１】
　前記基板（１０２ａ及び１０２ｂ）は、隣接する非臨界構造体へ向かう非臨界構造体（
Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ）からの放射を最小化し、反対側にある前記臨界構造体（Ｅ’Ｂ）へ向か
う放射を最大化するように、２μｍ未満の距離で互いに分離されていることを特徴とする
、請求項１０に記載の装置（１０１）。
【請求項１２】
　前記臨界サブ画素（Ｂ’）以外の前記サブ画素（Ｒ、Ｇ）の各々の前記放射構造体（Ｅ

Ｒ又はＥ’Ｒ、ＥＧ又はＥ’Ｇ）は、連続して、少なくとも二色の非臨界サブ画素を形成
するように、前記放射構造体に印加される電圧に依存して、両方共に前記臨界サブ画素の
波長（λｃ）より高い波長を有している少なくとも２つの異なる放射線を選択的に放射す
ることができることを特徴とする、請求項５から１１のいずれか一項に記載の装置（１、
１’、１０１）。
【請求項１３】
　前記サブ画素は、それぞれが赤色、緑色、及び、青色である３つのサブ画素（Ｒ、Ｇ、
Ｂ’）で構成され、前記外部ユニット（Ｕｅ）だけに位置付けられている前記臨界サブ画
素（Ｂ’）は青色で放射するサブ画素であり、前記内部ユニット（Ｕｉ）だけに位置付け
られた前記他のサブ画素（Ｒ及びＧ）は赤色及び／又は緑色で放射するサブ画素であるこ
とを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の装置（１、１’、１０１）。
【請求項１４】
　各非臨界サブ画素（Ｒ、Ｇ）の前記放射構造体は、低電圧では赤色で放射し、より高い
電圧では緑色で放射することができる２つの異なる放射材料を含むことを特徴とする、請
求項１２及び１３に記載の装置（１、１’、１０１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエレクトロルミネッセンス画面付きの多色電子表示装置に関する。本発明は、
特に、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）画面に適用される。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、ＯＬＥＤを使用する表示装置は、各画素が典型的に複数の別々に
着色されたサブ画素（ＲＧＢ：一般に、赤色、緑色及び青色で構成されている）画素のマ
トリクスから形成された放射領域と、このアクティブ領域に隣接して配置されている電気
的接続領域とを備える。このＯＬＥＤマトリクスの各画素は、通常は、アノード及びカソ
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ードとしての役目を果たしかつ一方が放射された光に対して透明又は半透明であり、他方
がほぼ反射性である上部及び下部の２つの電極の間に介挿された有機膜を備えた多層発光
構造体を組み込む。
【０００３】
　これらの画面を製造するため、有機層は、シャドウマスクを用いて各サブ画素（１タイ
プのレイヤ、又は、色毎の多層スタック）に堆積される。このシャドウマスクのアパーチ
ャの最小寸法は、したがって、これらのサブ画素の最小サイズを画定する。この各サブ画
素の最小サイズは、上記接続領域を介して電力を各サブ画素に供給するため使用されるア
ドレス指定回路の寸法によってさらに課されることがある。したがって、これらの２つの
パラメータ、すなわち、シャドウマスクのアパーチャのサイズ、あるいは、限定因子であ
る場合アドレス指定回路のサイズ、のうちの一方を利用することにより、画面の解像度を
高めることが求められている。
【０００４】
　ＯＬＥＤユニットのスタックを生成してこのような画面の解像度を改善する他の方法が
これまでに研究されている。このタイプのスクリーンでは、ある特定のサブ画素及びこれ
らの対応する放射構造体は、放射側に隣接する、いわゆる外部ＯＬＥＤユニットに位置し
、それ以外は、基板に隣接する、いわゆる内部ＯＬＥＤユニットに位置し、このように形
成された画素の電極は、おそらく２つの重ね合わされたユニットに共通である。
【０００５】
　さらに求められているのは、これらのスタックにおいて、経年変化に最も敏感であるサ
ブ画素、すなわち、最短波長、ＲＧＢの場合に、典型的に青色を有するサブ画素の中を流
れる電流密度を最小化し、その結果、他のサブ画素の放射面積を犠牲にして、青色の放射
面積を増大することにより、この臨界サブ画素、したがって、装置全体の耐用年限を増加
することである。
【０００６】
　たとえば、外部ユニットに位置している赤色及び緑色の２つのサブ画素と、内部ユニッ
トに位置し、赤色サブ画素の面積と緑色サブ画素の面積との和より大きい放射面積をもつ
青色サブ画素とを含むスタックが図８に表されている特許文献１を挙げることができる。
さらに、赤色サブ画素及び青色サブ画素が同じ内部ユニット又は外部ユニットに位置し、
緑色サブ画素がもう一方のユニットに位置し、その耐用年限を増加させるように青色サブ
画素の放射面積が他のサブ画素の放射面積より大きいことを依然として確実にしているス
タックについて記載する特許文献２を挙げることができる。
【０００７】
　これらの文献に提案されているＯＬＤＥユニットのスタックの主要な欠点は、これらの
スタックが、各画素において、臨界サブ（典型的に、青色）サブ画素に対し、サブ画素の
放射構造体の面積を最大化することにより獲得する耐用年限の増加は、画面の解像度が最
適化されることを可能とせず、より小さい寸法のサブ画素の堆積のために使用されるシャ
ドウマスクによって解像度が相変わらず制限されることである。
【０００８】
　臨界（たとえば、青色）サブ画素が内部ＯＬＥＤユニットに位置している公知のスタッ
クの別の欠点は、サブ画素が放射する光子が外部ＯＬＥＤユニット内の他のサブ画素の放
射構造体によって再吸収され、画面の放射側でこれらの光子のフラックスの損失を生じる
ことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６７４７６１８－Ｂ号明細書
【特許文献２】米国特許第７２５０７２２－Ｂ号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　本発明の一目的は、エレクトロルミネッセンス放射面と、装置の内側へ向かって、画素
のマトリクスで覆われた少なくとも１つの基板とを備え、エレクトロルミネッセンスユニ
ットのスタックを備え、各画素が少なくとも３つの別々に着色されたサブ画素により構成
されている、上記の欠点を軽減する多色表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的のため、発明による装置は、画素毎に、最短放射波長λｃを有するサブ画素、
すなわち、臨界サブ画素がユニットの一方、すなわち、この放射面に隣接する外部ユニッ
トだけに位置し、λｃより長い波長で放射する各他のサブ画素は、この外部ユニットに対
して相対的に内部にあり、（基板と相対的に遠くにある外部ユニットとは対照的に）この
基板に隣接するユニットだけに位置し、この臨界サブ画素の面積が各他のサブ画素の面積
より大きいような装置である。
【００１２】
　発明によるエレクトロルミネッセンスユニットのスタックの内部のサブ画素のこの配置
は、獲得された画素のマトリクスの解像度及び耐用年限の両方が改善されることを可能に
することに注意を要する。特に、これらのサブ画素の１つずつに対して同一の視覚的輝度
（ｃｄ／ｍ２単位）を提供し、サブ画素の中で（最短波長、たとえば、ＲＧＢの場合に青
色着色、藍色又は紫色を有する）臨界サブ画素は、寸法制限なしに、１つずつの下にある
他のサブ画素の放射面積より大きい放射面積を有することがあり、表示装置にとって非常
に顕著に増大し得る耐用年限という結果をもたらすことが可能である。
【００１３】
　さらに、より小さい寸法を有するサブ画素（ＲＧＢの場合に、赤色及び緑色）は、基板
の上に直接的に位置しているので、マイクロエレクトロニクスからの従来的な技術がこれ
らの製造のため使用されることを可能にし、したがって、より小型サイズのパターンの生
成を可能にする（改善された解像度を提供する）。
【００１４】
　好ましくは、この臨界サブ画素の面積Ａは、他のサブ画素の面積の和に少なくとも等し
く（すなわち、Ａｂｌｕｅ≧Ａｒｅｄ＋Ａｇｒｅｅｎ）、画面の解像度及び耐用年限がさ
らに改善されることを可能にする。さらにより好ましくは、臨界サブ画素は、下にある他
のサブ画素の組のエッジの向こうに延びる（すなわち、越える）ことがある。
【００１５】
　さらに、放射面の方へ向けられたユニット内の臨界サブ画素の場所は、各画素の範囲内
で、臨界サブ画素によって放射された光束の損失の上記影響を阻止することを可能にする
。
【００１６】
　有利な点として、臨界サブ画素は、各他のサブ画素から独立に活性化されることがあり
、臨界サブ画素は、活性化されていないときには透明であり、活性化されているとき、必
要に応じて、各他のサブ画素によって放射された放射線に加えて、上記波長λｃで放射す
る。
【００１７】
　発明の別の特徴によれば、各画素は、サブ画素をそれぞれに形成するＯＬＥＤのような
有機放射線放射構造体を備え、前記有機放射線構造体は、対応する放射構造体のためのア
ノード及びカソードとしての役目をそれぞれに果たす２つの電極の間に介挿され、２つの
電極と電気的に接触し、これらの電極のうちの一方は透明又は半透明であり、もう一方の
電極はおそらく反射性である点で有利である。
【００１８】
　好ましくは、上記スタックは、外部ユニット及び内部ユニットである２つのエレクトロ
ルミネッセンスユニットで構成され、上記臨界サブ画素は上記外部ユニット内で放射し、
上記内部ユニット内ですべて放射する他のサブ画素の上に積み重ねられている。
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【００１９】
　発明の第１の実施形態によれば、この表示装置は、単一のアクティブマトリクス基板又
はパッシブマトリクス基板を備え、各画素は、上記臨界サブ画素の放射構造体、又は、臨
界構造体に設けられた外部電極と、離間している他のサブ画素の放射構造体、又は、非臨
界構造体が堆積されている基板に設けられた複数の内部電極とによって画定され、少なく
とも１つの中間電極が非臨界構造体の上、及び／又は、臨界構造体の下に設けられている
。
【００２０】
　この第１の実施形態によれば、本装置は、画素毎に、上記臨界構造体の下と、この臨界
構造体が実質的に位置合わせされている上記非臨界構造体の上との両方に設けられている
単一の中間電極を備えることがある。
【００２１】
　一変形として、この第１の実施形態による装置は、好ましくはＡＬＤ（原子層堆積）技
術を使用して堆積され、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化亜鉛、及び、窒化珪素よりな
る群から選択された材料で作られている少なくとも１つの無機透明電気的絶縁層によって
分離され、かつ、重ね合わされている内部電極及び外部電極の２つの中間電極を備えるこ
とがあり、これらの中間電極は、それぞれ、画素毎に、臨界構造体の下、及び、非臨界構
造体の組の上に設けられる。本変形では、内部電極、及び、外部中間電極は、それぞれが
、（半）透明アノードを形成することがあり、内部中間電極及び外部電極は、この場合、
それぞれが、反射カソードを形成することがある。この層の厚さは、内部ユニット及び外
部ユニットから引き出される光束を最大化するようにシミュレーションを使用して最適化
され得る。
【００２２】
　この場合、各エレクトロルミネッセンスユニットに対し、下部アノードと上部カソード
との間に介挿されている放射構造体の好ましい配置が再び見つけられる。
【００２３】
　本変形で使用される絶縁層を形成する上記無機透明材料は、発明による画面の封止のた
めにも使用できることに注意を要する。
【００２４】
　発明の第２の実施形態によれば、表示装置は、それぞれがアクティブマトリクス基板又
はパッシブマトリクス基板であり、装置のための密閉封止を形成する接着剤のビードによ
ってそれぞれの周囲で互いに接合されている外部及び内部の２つの基板を備え、外部基板
には、それぞれが臨界サブ画素を形成する規則的に離間した臨界放射構造体が設けられ、
内部基板には、それぞれが他のサブ画素のうちの少なくとも１つを形成し、電気的絶縁体
によってこれらの臨界構造体から分離されている規則的に離間した非臨界放射構造体が設
けられ、これらの基板によって形成されている２つのマトリクスは、独立した電気的電源
回路に接続されている。
【００２５】
　放射構造体が堆積されているこれらの２つの基板の使用は、この第２の実施形態では、
互いに反対側に堆積された臨界放射構造体と非臨界放射構造体とを正確に位置合わせする
ことが必要ではなく、そして、特に、画面の封止は密閉封止を形成する上記の接着剤のビ
ードだけによって実現されるので、発明による表示装置を製造するプロセスを全く複雑化
しないことに注目されたい。
【００２６】
　本装置は、以下で説明されるように、非常に高い解像度とより低い破壊的動作モードと
をエレクトロルミネッセンスユニットにさらに提供する。
【００２７】
　この第２の実施形態によれば、上記絶縁体は、これらの臨界構造体と非臨界構造体との
間の光干渉を制御することにより各臨界サブ画素の効率を限定する因子を解決するように
、これらの臨界構造体及び非臨界構造体を分離する真空間隙によって形成される。



(7) JP 2011-526723 A 2011.10.13

10

20

30

40

50

【００２８】
　有利な点として、この第２の実施形態によれば、上記基板は、隣接する非臨界構造体へ
向かう非臨界構造体からの放射を最小化し、反対側の臨界構造体へ向かう放射を最大化す
るように、２μｍ未満の距離によって互いに分離されている。
【００２９】
　発明の別の一般的な特徴によれば、上記サブ画素は、たとえば、１つずつが赤色、緑色
、及び、青色である３つのサブ画素で構成されることがあり、上記外部ユニットだけに位
置している上記臨界サブ画素は青色で放射するサブ画素であり、上記内部ユニットだけに
位置している他のサブ画素は赤色及び／又は緑色で放射するサブ画素である。
【００３０】
　特に第１の実施形態及び第２の実施形態に共通している発明の別の特徴によれば、上記
臨界サブ画素以外のサブ画素の１つずつの放射構造体は、連続して、少なくとも二色の非
臨界サブ画素を形成するように、この放射構造体に印加される電圧に依存して、両方共に
臨界サブ画素の波長より高い波長を有している少なくとも２つの異なる放射線を選択的に
放射することが可能である。
【００３１】
　青色、赤色、及び、緑色で放射するサブ画素の上記実施例では、各非臨界サブ画素の放
射構造体は、この場合、二色サブ画素を実現するように、低電圧では赤色で放射し、より
高い電圧では緑色で放射する２つの異なる放射材料を備えることがある。
【００３２】
　これらの少なくとも二色の非臨界サブ画素は、発明の第１の実施形態では、対応するエ
レクトロルミネッセンスユニットのための内部電極の半数を必要とすることによりエレク
トロルミネッセンスユニットのアドレス指定を簡略化し、発明の第２の実施形態では、内
部基板の構造をもまた簡略化する利点を有していることに注目されたい。
【００３３】
　一般に、本発明による表示装置全体として、表示装置は種々の手段、特に、
　第１の実施形態の場合、たとえば、ガラス又はプラスチックで作られ、光学カラーフィ
ルタが画面に接合された面に設けられるか、又は、画面が上記無機透明材料から形成され
得る１つ以上の封止層によって覆われている透明保護シートの結合と、
　第２の実施形態の場合、２つの基板の間に堆積され、上記密閉封止を形成する接着剤の
ビードと、
を含む種々の手段によって密閉封止されることに注目されたい。
【００３４】
　発明の他の利点、特徴及び詳細は、単に一例として挙げられた添付図面を参照して、後
に続く明細書の残りの部分から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】エレクトロルミネッセンス画面の赤色、緑色及び青色の３つのサブ画素の従来技
術による配置の略平面図である。
【図２】エレクトロルミネッセンス画面の２つの重ね合わされたユニットに分散した３つ
のサブ画素の発明の原理による配置の略平面図である。
【図３】図２のスタッキング技術を使用する発明の第１の実施形態による表示装置の部分
略断面図である。
【図４】図３の変形による表示装置のスタックの基本コンポーネントの略平面図である。
【図５】発明の第２の実施形態による表示装置の部分略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図２～５を参照して後述される発明による表示装置１、１’、１０１は、既知の方法で
、通常はシリコン製であり、各画素をアドレス指定する役目を果たす集積回路構造体の上
に載る画素のマトリクスで被覆されている少なくとも１つの基板２、１０２ａ、１０２ｂ
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を備え、おそらく、たとえば、画素毎に、２つのトランジスタとコンデンサ又はより複雑
な回路を備え、その構造体は介挿されている有機膜（単層又は多層、図示せず）多層放射
構造体と接触している電極３～６の間に電位差を確立するために電気接続領域（図示せず
）に接続されている、ＯＬＥＤ表示装置である。後述されるように、これらの電極３～６
は、それぞれが、アノード又はカソードとしての役目を果たし、これらのうちの少なくと
も１つは画素によって放射された光を透過し、この放射された光を装置１、１’、１０１
の外部へ放射することができる。これらの電極３～６の間に介挿されている有機膜に関し
て、有機膜は、電極３～６に由来し、励起子、したがって、発光を生成するように再結合
される電子及び正孔を移動させるために設計されている。
【００３７】
　図１に示されるのは、３つのサブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂ（それぞれ、赤色、緑色及び青色）の
既知配置であり、ＯＬＥＤ画面マトリクスの各画素に対し、これらのサブ画素の堆積、及
び／又は、各サブ画素の電源のためのアドレス指定回路の堆積のため使用されるシャドウ
マスクのアパーチャのサイズによって課される寸法限界１まで縮小されているサブ画素Ｒ
及びサブ画素Ｇの波長を犠牲にして、最短波長を有しているサブ画素Ｂのサイズを最大化
することが求められている。このようにして、知られているように、経年変化に対して最
も敏感であるサブ画素Ｂ内の電流密度は、最大放射面積を有しているこのサブ画素Ｂの耐
用年限を最大化するように最小化され、そして、一連の３つのサブ画素Ｒ、Ｇ及びＢの方
向における寸法Ｌをもつ画素が得られる。
【００３８】
　図２に示されているのは、内部（すなわち、画面の放射面の反対側）及び外部（すなわ
ち、この放射面に隣接する側）の２つのＯＬＥＤユニットのスタックを使用する発明によ
る一般的な原理であり、各画素に対して、青色サブ画素Ｂ’は外部ユニットだけに位置し
、赤色サブ画素Ｒ及び緑色サブ画素Ｇは内部ユニットだけに位置し、サブ画素Ｂ’の放射
面積は、２つの他のサブ画素Ｒ及びＧのそれぞれの放射面積の和以上である。図２におい
て分かるように、このサブ画素Ｂ’は、各端部で、サブ画素Ｒ及びＧの組のエッジを越え
る点と、サブ画素Ｂ’は、図１の対応する寸法Ｌに対して縮小された寸法Ｌ’を有してい
る点が有利である。
【００３９】
　望ましい色に依存して、サブ画素Ｒ、Ｇ及びＢ’は、独立に、又は、同時に誘起される
ことがあり、この場合、重ね合わされたサブ画素Ｂ’は、活性化されていないとき、サブ
画素Ｒ及びＧの放射を変更しないように透明である。一旦活性化されると、サブ画素Ｂ’
は、必要に応じて、サブ画素Ｒ及びＧの放射線に加えられる放射線を放射する。
【００４０】
　このスタックにおけるサブ画素Ｒ、Ｇ及びＢ’のこの特有の配置は、サブ画素Ｂ’の最
大面積の選択と組み合わされて、この青色サブ画素の耐用年限を最適化すること、及び、
解像度を増加させることの両方を可能にする。特に、画面の放射面に隣接するこのサブ画
素Ｂ’の場所は、サブ画素Ｒ及びＧによる青色光子のフラックスの再吸収を回避すること
により、青色光子のフラックスがそのまま保存されることを可能にする。
【００４１】
　指摘として、発明による画面における各サブ画素の面積は、約４００μｍ２から約９０
，０００μｍ２まで変化することがある。
【００４２】
　図３に示された発明の第１の実施形態による表示装置１は、単一のアクティブマトリク
ス基板又はパッシブマトリクス基板２を備え、各画素は、
　サブ画素Ｂ’の放射構造体ＥＢに適用され、かつ、たとえば、反射カソードを形成する
外部電極３と、
　この基板２に適用され、離間した（好ましくは、ある間隙によって分離されている）サ
ブ画素Ｒ及びＧの放射構造体ＥＲ及びＥＧがそれぞれ堆積され、かつ、たとえば、透明ア
ノード又は半透明アノードを形成する２つの内部又は裏面電極４及び５と、
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　これらの放射構造体ＥＲ及びＥＧの上に載せられ、放射構造体ＥＢが適用され、かつ、
たとえば、内部ＯＬＥＤユニットＵｉのためのカソード及び外部ＯＬＥＤユニットＵｅの
ためのアノードの両方を形成する中間電極６と、
によって画定されている。
【００４３】
　図３において認められるように、放射構造体ＥＢのエッジは、放射構造体ＥＲのエッジ
及び放射構造体ＥＧのエッジと実質的に位置合わせされているが、図４に示されるように
、この位置合わせは、装置１’に対する近似に過ぎない。この問題に関して、この正確な
位置合わせは、（サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂ’の輝度は誘起された所望の色及び画素に応じてア
ドレス指定することによって調節されることがあるので）比色分析の観点でも、又は、（
照明される最大基本面積は画素のサイズより大きくないので）解像度の観点でも不可欠（
本質）ではないことに注目されたい。
【００４４】
　変形として、表示装置１又は１’は、１つではなく、重ね合わされ、そして、無機透明
電気的絶縁層によって分離され、各画素に対し、放射構造体ＥＢの下、及び、２つの構造
体ＥＲ及びＥＧの上にそれぞれ塗布されている２つの内部及び外部の中間電極を備えるこ
とができる。好ましくはＡＬＤ技術を使用して堆積されるこの絶縁層は、酸化アルミニウ
ム、酸化珪素、酸化亜鉛、及び、窒化珪素からなる群より選択された材料で作られる場合
に有利であり得る。
【００４５】
　このスタック構造において、２つの内部電極及び外部中間電極はそれぞれに透明又は半
透明アノードを形成し、内部中間電極及び外部電極は、その場合に、それぞれ、反射カソ
ードを形成することがあり、エレクトロルミネッセンスユニットＵｉ及びＵｅ毎に、下部
アノードと上部アノードとの間に介挿される放射構造体ＥＲ、ＥＶ又はＥＢの好ましい配
置見つけることを可能にする。
【００４６】
　この第１の実施形態の別の変形によれば、サブ画素Ｒ及びＧは、低電圧では赤色で放射
し、より高い電圧では緑色で放射する特性を有している単一の二色サブ画素Ｒ／Ｇとして
作られる。この目的のため、各二色サブ画素に対し、赤色及び緑色のそれぞれで放射する
少なくとも２つの異なる材料で構成されている多層放射構造体が使用され、この多層放射
構造体は、たとえば、
　アノード／ｐドープトＨＴＭ０１４／ＮＰＢ／ＩｒｐｐｙドープトＴＭＭ００４／ＴＥ
Ｒ０４ドープトＴＭＭ００４／Ａｌｑ３／ｎドープトＢｐｈｅｎ／カソード、
のように構成され、ここで、材料Ａｌｑ３及びＢｐｈｅｎはＡｌｄｒｉｃｈから入手可能
であり、他の材料はＭｅｒｃｋ　Ｇｅｒｍａｎｙから入手可能である。
【００４７】
　Ｒ／Ｇ二色サブ画素を用いるこの変形は、４個の独立した電極を必要とする図３及び４
のユニットと比較して、ＯＬＥＤユニットの１つずつのアドレス指定が簡略化されること
を可能にすることに注意を要する。
【００４８】
　一般に、発明の第１の実施形態を参照して、実現されたスタックは、出力光カップリン
グを増加するように青色サブ画素の光キャビティを特に最適化することを可能にすると共
に、共通の透明層の堆積を望む場合、他の下にある赤色サブ画素及び緑色サブ画素に対し
て妥協点が見出されることに注意されたい。
【００４９】
　さらにまた、発明の第１の実施形態に対し、中間電極又は各中間電極は構造化されるべ
きであり、この構造化は、たとえば、従来型のシャドウマスクを用いるこの電極の堆積に
より実現可能であることに注意を要する。
【００５０】
　図５に示された発明の第２の実施形態による装置１０１は、密閉封止を形成する接着剤
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１１０の周辺ビードによって結合されている外部及び内部の２つの外部アクティブマトリ
クス基板又はパッシブマトリクス基板１０２ａ及び内部アクティブマトリクス基板又はパ
ッシブマトリクス基板１０２ｂ（一般に、当業者によってバックプレーンと称される）を
備える。外部基板１０２ａには、他の基板１０２ｂに向けられた面に、規則的に離間し、
それぞれが電極のペア（図示せず）と接触する青色サブ画素を形成する青色で放射する構
造体Ｅ’Ｂが設けられ、内部基板には、規則的に離間し、それぞれが電極のペア（図示せ
ず）と接触する赤色及び／又は緑色サブ画素を形成し、電気絶縁体を形成する間隙によっ
て構造体Ｅ’Ｂから離間している放射構造体Ｅ’Ｒ及びＥ’Ｇが設けられている。これら
の基板１０２ａ及び１０２ｂによって形成された２つのマトリクスは、それぞれ、独立し
た電気的電源回路（図示せず）に接続されている。
【００５１】
　放射構造体Ｅ’Ｂと放射構造体Ｅ’Ｒ及びＥ’Ｇとの間のこの空間的分離は、各青色サ
ブ画素の効率を限定する因子がこれらの構造体Ｅ’Ｂ、Ｅ’Ｒ及びＥ’Ｇの間の光干渉を
制御することによって解決されることを可能にする点で有利である。
【００５２】
　前述されているように、放射構造体Ｅ’Ｂ、Ｅ’Ｒ及びＥ’Ｇが堆積されている２つの
基板１０２ａ及び１０２ｂの使用は、これらの構造体Ｅ’Ｂ、Ｅ’Ｒ及びＥ’Ｇを正確に
位置合わせすることが必要ではなく、かつ、画面の封止が接着剤１１０のビードだけを用
いて非常に簡単に実現されるので、装置１０１の製造に全く不利益を課すことはない。
【００５３】
　この装置１０１は、また、ユニットＵｉ及びＵｅに非常に高い解像度及び低い破壊的動
作モードを提供する。なぜならば、これらの２つのユニットＵｉ及びＵｅの放射構造体の
空間的分離が、一方で、放射構造体Ｅ’Ｂに対し特に顕著である効率を限定する因子が解
決されることを可能にし、そして、他方で、これらの非常に敏感な構造体Ｅ’Ｂがより低
い電流密度、したがって、より長い耐用年限で並列に作動させられることを可能にする。
【００５４】
　有利な点として、基板１０２ａ及び１０２ｂは、２μｍ未満の距離によって互いに分離
され、その結果、反対側にある構造体Ｅ’Ｂに放射を集中するように隣接する構造体Ｅ’

Ｒ又はＥ’Ｇへ向かう構造体Ｅ’Ｒ又はＥ’Ｇの放射を最小化することにより視差誤差を
回避する。
【００５５】
　当然ながら、図５のこの表示装置１０１は、基板１０２ａ及び１０２ｂに堆積された２
つのマトリクスに固有である電気的電源回路、すなわち、単一マトリクスを有している装
置１、１’と比較して２倍の数の素線（strands）を用いる電気的電源回路（ドライバと
称される）の接続を必要とする。
【００５６】
　発明の第１の実施形態の変形として、そして、前述されているように、有利な点として
、バックプレーン１０２ｂ上の赤色サブ画素及び緑色サブ画素の離間した配置の代わりに
、そして、代用して、印加電圧に依存して赤色又は緑色のいずれかでＲ／Ｇ二色サブ画素
放射を行うことが可能である。このようなＲ／Ｇ二色放射構造体は、たとえば、以下の構
造：
バックプレーン／反射電極／ｐドープトＨＴＬ／ＥＢＬ／緑色ＥＬ／赤色ＥＬ／ＨＢＬ／
ｎドープトＥＴＬ／（半）透明電極
を有することがあり、ここで、ＨＴＬは正孔移動層の略語であり、ＥＢＬは電子阻止層の
略語であり、ＥＬは発光層の略語であり、ＨＢＬは正孔阻止層の略語であり、ＥＴＬは電
子移動層の略語である。
【００５７】
　青色で放射する構造体Ｅ’Ｂに関して、この構造体は、たとえば、以下の構造；
　バックプレーン／（半）透明電極／ｐドープトＨＴＬ／ＥＢＬ／青色ＥＬ／ＨＢＬ／ｎ
ドープトＥＴＬ／（半）透明電極



(11) JP 2011-526723 A 2011.10.13

10

20

を有することがある。
【００５８】
　上記実施例では、２つの放射構造体（青色外部構造体及び赤色／緑色内部構造体）の移
動層（ＨＴＬ及びＥＴＬ）はドープされているが、これは必須ではないことに注意を要す
る。よって、たとえば、２つの放射構造体（青色構造体が有利である）のうちの少なくと
も一方は非ドープでもよい。
【００５９】
　半透明電極、及び、これらのサブ画素を受承する光空洞は、電極間の間隙及びダイオー
ド間の距離を用いて、これらのＯＬＥＤユニット及び発光コーンの効率を最大化するよう
に、最適化され得る。
【００６０】
　これらの２つのバックプレーン１０２ａ及び１０２ｂの放射構造体正確な位置合わせは
、上部マトリクス１０２ａの画素間領域が下部マトリクス１０２ｂの画素によって放射さ
れたフラックスを隠すので、単一バックプレーン画面ほど、総輝度の最適化の考慮を除い
て、不可欠ではないことに注意を要する。しかし、間違った位置合わせは、装置１０１に
おける解像度の損失を誘発しない。
【００６１】
　付加的に、有利な点として、各青色サブ画素に対し、各緑色サブ画素又は赤色サブ画素
の放射面積の２倍の大きさである放射面積が選択される。画面の解像度は、この場合、各
青色サブ画素のサイズに対応し、画面のアドレス指定は、２つのバックプレーン１０２ａ
及び１０２ｂの解像度差を補償するようにサブ画素間のこのサイズ差を考慮する。
【００６２】
　要約すると、本装置１０１の主要な利点は、サブ画素の正確な位置合わせの必要性によ
る不利益を課されることなく、これらの２つのバックプレーン１０２ａ及び１０２ｂによ
ってもたらされるかなりの精細度の増加と、さらにＯＬＥＤユニット耐用年限のかなりの
増加である。
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